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GD 243, 2 GD 243

GD 243, 2 GD 243

electronic electronic
Germanium-pnp-Leistungstransistor der Bauform D nach TGL 11811 fir Verstérker-End- Statische Kennwerte Min. Typ Manx.
i i i f ebiet sowie fiir Schalter-
stufen und als Paare fiir Gegentaktstufen im Niederfrequenzg Koliektor-Basis-Reststrom lcso 35 uA 100 WA
anwendungen bis 60 V. “Ucs — sV
Kollektor-Reststrom
bei gesperrter Emitterdiode -lcev 0,06 mA 1 mA
-Uce = 30V
Use = 1V
Kollektor-Emitter-Reststrom -lces 0,5 mA 2,5 mA
Kollektor _p43 498 -Uce = 65V
am Gehduse Emitter-Basis-Reststrom -leso 50 pA 500 pA
Y, % B -Uce = 20V
Kollektor-Emitter-Séttigungsspannung -Ucesat 0,25 V 0,6 V
o A ~— -
2 -1 — ,
- £ B\ < s‘_ iB = 0 ;A
&) N pSY -lc = 3
, v [ Basis-Emitter-Spannung -Use 0,35 V 0.7 VvV o
1 fan 95, | -Uce = 6V <
j__‘M - -le = 0,5 A g
Masse ca. 12 g 18 B =1 . Basis-Emitter-Spannung -Usk 0,75 V 1,4 V gw
R < 4grd/W “Yee =2V e
Wérmewiderstand thic = 4g9r e — 2A &2
] . Kollektor-Basis-Stromverhdltnis hz1e 18 35 A
Grenzwerte; gliltig flir den Betriebstemperaturbereic Uece — oV 28 56 B
Kollektor-Basis-Spannung -Hcso —:‘ 233 -le = 2A 45 o0 c
Kollektor-Emitter-Spannung ~JCER = Uce — sV ha1e 0
RaE=5OQ -|C :05A
; - = 65V '
-Emitter-Spannun Uces o
gronlilzle(t:r?vosisl-se:mnﬁung ° ~Ueso =20V hz1e-Verhéltnis h21e (2,0 A) 0,5
Gesamtverlustieistung Pv = 100\/';’ U — .y h21te (0,5 A)
Kollektorstrom ;lc = ;:.6A Icca = 2y
Emitterstrom E = 3, - —
Basisstrom ;9"3 = g':o'g -le = 0,5A
Sperrschichttemperatur a = : . )
Betriebstemperaturbereich —25°C bis +65°C
&
VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS NEUHAUS VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS NEUHAUS m
133 134
'
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electronic

Paarigkeitsbedingungen

Verhdlinis der Basisstréme

bei -Uce = 6V

-le = 0,5A
und -Uce = 2V

-le = 3A
Verhdlinis der Basis-Emitter-
spannungen
bei -Uce = 2V

-lc = 3 A

Dynamischer Kennwert

Ubergangsfrequenz
-Uee = 6V
-l¢ = 0,1 A

Schaltzeiten
Siehe Mefschaltung
Ubersteuerungsfaktor m = 3

lp1

Use1

Uge2
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Bestellbeispiel fiir einen Transistor
der Stromverstérkungsgruppe A
Bestellbeispiel fiur ein Transistorpaar
der Stromverstédrkungsgruppe A

GD 243, 26D 243 REL GD 240...GD 244
electronic
Min. Typ Max. 4
1
-1
0,833 1,2 c__ \ |~ 70mA
A I - T ~Is = P,
= 60mA ‘g “Taramete
1\ -
50mA
0,833 1,2 g 2 . {O mA
g —"\30mA
e Unpe IV _L
5% CE \\ 20
250 kHz 300 kHz A \I BmA
300 kHz 450 kHz B - \
350 kHz 500 kHz C - i 10mA
22 us 44 ps m 5mA
5 us 10 ps .
7 us 14 us 80 40 4 g 12
CE
14
04
¢ //
08
LUpg=1V
"Use
v
Transistor GD 243 A +

Transistorpaar 2 GD 243 A
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G0 240...GD 244 RELE GD 240...6D 244

elecrronic electronic
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VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS NEUHAUS
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